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OEM:Valvo Transistor ASZ21 Datasheet

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN ASZ 21

Diffusionslegierter

GERMANIUM = p-n-p - SCHALTTRANSISTOR

Mechanische Datent
GehHuse: Metall, TO-18

Alle Elektroden sind vom
Metallgehuse isoliert.

Mafangaben in mm.
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Eurzdaten:
Eollektor-Sperrapannung ~Upg g = max. 20 V
Eollektor-Emitter-Sperrspannung 'UEE g = BAX, 16 V
Eollektoratrom, Scheitelwert =Ip y = max. G0 mA
Gesamtverlustleistung bei &, = 45 °C Pio¢g = max. B0 mW
Sperrschichttemperatar 8 = max. 85 O
Gleichatromveratlirkung
bei U = 1V, -Ig = 30 mA B ‘ 50
Transit-Frequenz .
bei _'UCB =2V, IE = 10 mA fT 400 MHz
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ASZ 21 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
Absolute Gremzwerte: [(glltig bis $J “1]
Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 03 -Upp g = max. 20V
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei Upp = 0: =Upp g = max. 16V
EKollektoratrom: Iy 4y = max. 30 mA 1
Eollektorstrom, Scheitelwert: -Ip y = max. 50 mA
Basisstrom: ~Ip gy = max. 5 mi ‘1‘}
Basisstrom, Scheitelwert: -Ig y = max., 10 mA
neg, Emitterstrom: _IE Ay = WmAX. 5 mA 1}2}
neg. Emitterstrom; Scheitelwert: “Ip y = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung: Pioy = max, 120 =W
Sperrschichttemperatur: L8 = max. B85 °C
Lagerungstemperatur: ig = min. -55 °C
g = max. 100 °C
Wirmewiderstand:
WHrmewiderstand zwiachen Sperrschicht und Umgebung: Bip U 4 0,5 grd/mW
WHErmewiderstand zwischen Sperrachicht und GehHuse: Bep g § 0,18 grd/mW
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l:l Integrationazeit t.‘, = max, 20 ms
2] Wenn keine Strombegrenzung vergesehen ist, muB +Ugp s 2,5 ¥V gehalten werden.

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor ASZ21 Datasheet

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN ASZ 21

Eennwerte: [hei Bu = 25 ?¢, sofern nicht anders angegeben)

Eollektor-Emitter-Resteatrom

bei —Ugp = 15 V, +Ugp = 0,2 V, 8y = 60 °C: ~Icg v 1 B0 pd*)
Emitter-Reatstrom

bei -Ugg = 0,5 V, Ip = 0: S g 2 pA*)
bei -Upp = 15 ¥, +Ugp = 0,2 ¥V, & = 60 o, ~Igg v - G0 uA™)
Eollektor-Durchbruchspannung

bei -Ip = 100 wA, Iy = 0, 8 = 80 °C: -Uisg) cB o ° 20 v ¥)
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei =Ic = 100 uA, Ugp = O: ~U(sg) cE s ° 15 vt
bei -IC = 5 ma, ]B = 0 —*Ul“} CE 0 9 v +}
Emitter-Durchbruchspannung

bei -Ig = 100 pd, Ip = 0, &y = 60 o+ '“IBR} EB © 4 2,5 v *)
Eollektor-Emitter-Restspannung

bei -Ip = 10 mA, -Ig = 1 mA: “Uck aat -4 0,35 v ¥
bei -Ip = 50 mA, Iy = 3 mA: ~Ton pat § 1,10 v *)
Basisspannung

bei =1p = 10 mA, -Ig = 0,44 mi; —Ugg = 0,25...0,5 Vv *)
bei ~I, = 30 mA, -Ig = 0,9 =mA: =Ogg = 0,36...0,T6 ¥V
Gleichetromverstirkung

bei Ugg = 0,5 V, -Ip = 10 mA: B 2 30 +)
bei ~Upg = 1V, =Ig = 30 mA: B 2 50 +)
Transit-Frequenz

bei ~Upg = 2 V, Ig = 10 mA: fq < 300 MHz
Ecllektorkapazitlt

bei ~Upg = 6 V, Iy = O: C, 5 5 pF
Emitterkapazitlt

bei ~Ugg = 1V, Ip = 0: C, 3 12 pP

*) AQL = 0,85 %
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ASZ 2] NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Hennwerte, Fortsetzung: (bei by = 26 oc)

Yerzigerungszeit ——u -l
t; = 30 (15...40) ns b oom

Anstiegazeit
t. = 20 (10...35) ns

Speicherzeit

ty = 40 (25...50) ns

Abfallzeit
ty = 40 (25,..55) ns

Die Speisespannung Uy in
nebenstehender MefBachal-
tung ist so einzustellen,
dal -[C = 10 mA ist.
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